
蒸着時の残留ガス成分が有機 EL 素子の劣化に及ぼす影響 

                          Influence of residual gas during device fabrication on degradation of OLEDs. 
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Fig. 1 Change of luminance as a function of operation time
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Device
Pressure[Torr] 5.0×10-7 5.0×10-8 2.0×10-9

1.2 22.7 29.2Half-life[hr]

~10.000 cd/m2
Current density 250m A/cm2

[はじめに] 最近、超高真空中 (10-8~10-10Torr)で作製したAlq3単層膜においてトラップ

フリーの空間電荷制限電流が観測されることが報告された[1]。この事は蒸着時にチャン

バー内に残留する酸素あるいは水分等が有機層内へ混入し、それらがキャリアトラッ

プとして働くことを示唆するものである。今回、超高真空から高真空領域まで素子作

成時の圧力を変えた場合に、初期特性はほぼ一致しているのにもかかわらず、耐久性

に対しては顕著な差が現れたので報告する。        
              
[実験及び結果] 蛍光素子ITO/CuPc(10nm)/NPD(50nm)/Alq(65nm)/LiF(0.5nm)/Al(80nm)を
超高真空から高真空領域の圧力において作製し、成長室に接続された評価室内にて耐

久性測定(窒素中 定電流密度 : 250 mA/cm2 初期輝度 : ~10,000 cd/m2)を行った。
Fig.1に示したように蒸着時の到達圧力が低い場合、非常に耐久性に優れる結果となっ
た。それぞれの圧力についてQMassを用いて残留ガス成分の測定を行ったところ素子①
作成時には水の分圧が非常に高い事が分かった。すなわち素子駆動時の劣化は蒸着中

に有機層内に混入した水分によって引き起こされていると考察した。 
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